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単層グラフェンナノリボン単層 GNRは炭素の原子層一枚からなる良伝導体であり、究

極のナノ配線材料となることが期待されている。単層カーボンナノチューブ(SWNT)と

二層カーボンナノチューブ(DWNT)を用い、アンジップ法により sGNR の作製に成功し

た[1]。また、DWNT 由来 sGNR のクロス構造（X 構造）の作製に成功した。本研究で

は導電 AFMを用いたナノ伝導測定を行い（図 1）、かつて X構造の角度を変えながら電

気特性を測定し、角度依存性を評価することを目的とする。 

GNR の X 構造を作製すると交

差部及び交差部を超えるグラフ

ェンナノリボンはすべて半導体

的特性を示した。これはジャンク

ション部で2枚のナノリボンが干

渉し、ホッピング伝導が起きてい

ることと考えられる。また、端部

ではショットキー伝導を示した

ことから、端部のみ半導体的にな

っていると考えられる。また、伝

導の交差角度依存性があった。こ

れらを精密に調べることにより、

GNR をナノサイズの配線とし、

クロス部分のみがデバイスなる

ような回路として用いることが

できるのではないかと考えられ、将来的には電子製品や半導体デバイスなどのさらなる

小型化が期待される。 
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図 1、DWNT 由来 GNR の X構造及び PCI-AFM 電気測定 
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